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^= (54) Title: USE OF A METAL COMPLEX AS N-DOPANT FOR AN ORGANIC SEMICONDUCTING MATRIX MATERL\L. 
^= ORGANIC SEMICONDUCTOR MATERIAL AND ELECTRONIC COMPONENT, AS WELL AS DOPANT AND LIG AND AND 
= METHOD FOR PRODUCING THE SAME 

(54) Bezelchnung: VERWENDUNG EINES METALLKOMPLEXES ALS N-DOTAND FUR EIN ORGANISCHES 
= HALBLEITENDES MATRIXMATERIAL, ORGANISCHES HALBLEITERMATERIAL UND ELEKTRONISCHES BAUTEH.. 
^= SOWIE DOTAND UND LIGAND UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG 

^= (57) Abstract: The invention relates to the use of a metal complex as n-dopant for doping an organic semiconducting matrix material 
Z^Z for modifying the electrical properties of the same, wherein the compound represents an n-dopant with regard to the matrix mate- 
= rial. The aim of the invention is to provide n-doped organic semiconductors for matrix materials that have little reduction potential 
while achieving high conductivities. According to the invention, a neutral electron-rich metal complex having a central atom as the 

preferably neutral or charged transition metal atom having a valence electron number of at least 16 is used as the dopant compound. 

^ The complex can especially be multinuclear and comprises at least one metal-metal bond. At least one ligand can form a Pi complex 
^ with the central atom, or can be a bridging ligand, especially hpp, a borate, carborane or triazacycloalkane or comprise at least one 
carbanion caibon atom or a bivalent atom selected from the group including C (carbene). Si (silylene), Ge (germylene). Sn, Pb. The 
^ invention also relates to novel n-dopants and methods for producing them. 

\^ (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft die Verwendung eines Metallkomplexes als n-Dotand zur Dotierung eines oiigani- 
QQ schen halbleitenden Matrixmaterials zur Veiandening der elektrischen Eigenschaften desselben, wobei die Verbindung bezuglich des 
O Matrixmaterials einen n-Dotanden darstellt. Um n-dotierte organische Halbleiter auch bei Matrixmaterialien mit geringem Reduk- 
1^ tionspotential unter Erzielung hoher LeitfUhigkeiten bereitzustellen, wird vorgeschlagen, als Dotandenverbindung einen neutralen 

elektronenreichen Metallkomplex mit einem Zentralatom als vorzugsweise neutrales oder geladenes Ubergangsmetallatom mit ei- 
O ner Valenzelektronenzahl von zumindest 16 einzusetzen. Der Komplex kann insbesondere mehrkemig sein und zumindest eine 

Metall-Metall-Bindung aufweisen. Zumindest ein Ligand kann mit dem Zentralatom einen Pi-Koraplex bilden, ein Briickenligand, 

insbesondere hpp sein, ein Borat, Carboran oderTriazacycloalkan sein oder zumindest ein Carbanionkohlenstoflfatom oder ein zwei- 
^ bindiges Atom ausgewahlt aus der Gruppe C (Carben), Si (Silylen), Ge (Germylen), Sn, Pb enthalten. Ebenfalls betrifft die Erfindung 

neue n-Dotanden und Verfahren zu ihrer Herstellung. 
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EE, ES, H, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, Zur Erkliirung der Zweibuchstaben-Codes uml der anderen Ab- 

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CP, CG, CI, kurzungen wird aufdie Erkldmngen ("Guidance Notes on Co- 

CM, GA, GN, GQ, GW. ML, MR, NE. SN, TD, TG). des and Abbreviations") am Anfangjeder regularen Ausgabe der 

Veroffentlicht: PCT-Gazette verwiesen. 

— ■ okne intemationalen Recherchenbericht und erneut zu ver- 
offentlichen nach Erhalt des Berickts 



